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【57】申請專利範圍
1.　一種能以低壓電晶體實現級數切換功能之高壓產生器，包括：一升壓電路，係由至少一
第一級電荷泵及一第二級電荷泵相互串聯而成；該第一級電荷泵之輸入端係電性連接至

該高壓產生器之輸入端，該第二級電荷泵之輸入端則電性連接至該第一級電荷泵之輸出

端，且該第二級電荷泵之輸出端係直接或間接地電性連接至該高壓產生器之輸出端；至

少一第一級切換開關及一第二級切換開關，係分別並聯於該第一級電荷泵及該第二級電

荷泵，且各該切換開關分別由至少一低壓電晶體組成；及一迴授電路，其一端係電性連

接至該高壓產生器之輸出端，其另一端則分別電性連接至各該電荷泵；在該第一級切換

開關及第二級切換開關皆斷開的情況下，該高壓產生器之輸入端所接收到的一輸入訊

號，能依序透過該第一級電荷泵及第二級電荷泵進行兩次升壓；反之，在該第一級切換

開關被導通、第二級切換開關斷開的情況下，該輸入訊號僅會透過該第二級電荷泵進行

一次升壓，且該第一級切換開關及第二級切換開關之兩端間的電壓差幅度不超過一次升

壓的電壓差幅度。

2.　如請求項 1所述之高壓產生器，其中，該第一切換開關包括：一第一前端單軸雙切開
關，其控制端係接收一控制訊號，該第一前端單軸雙切開關之二切換端則分別電性連接

至該第一級電荷泵的輸入端及接地端；一第一反向器，其輸入端係電性連接至該第一前

端單軸雙切開關之反應端；一第一後端單軸雙切開關，其控制端係接收該控制訊號，該

第一後端單軸雙切開關之二切換端則分別電性連接至該第一級電荷泵的輸出端及該第一

反向器之輸出端；及一第一電晶體開關，係由至少一低壓電晶體組成，該第一電晶體開

關之兩端係與該第一級電荷泵相並聯，且其控制端係電性連接至該第一後端單軸雙切開

關之反應端。

3.　如請求項 2所述之高壓產生器，其中，該第二切換開關包括：一第二前端單軸雙切開
關，其控制端係接收另一控制訊號，該第二前端單軸雙切開關之二切換端則分別電性連

接至該第二級電荷泵的輸入端及該第一反向器之輸出端；一第二反向器，其輸入端係電
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性連接至該第二前端單軸雙切開關之反應端；一第二後端單軸雙切開關，其控制端係接

收該另一控制訊號，該第二後端單軸雙切開關之二切換端則分別電性連接至該第二級電

荷泵的輸出端及該第二反向器之輸出端；及一第二電晶體開關，係由至少一低壓電晶體

組成，該第二電晶體開關之兩端係與該第二級電荷泵相並聯，且其控制端係電性連接至

該第二後端單軸雙切開關之反應端。

4.　如請求項 3所述之高壓產生器，其中，該第一電晶體開關及第二電晶體開關係採用低壓
製程、具電洞通道之金屬氧化物半導體場效電晶體。

5.　如請求項 4所述之高壓產生器，其中，各該單軸雙切開關分別包括：一第一耦合電容，
其一端透過一反向器電性連接至該單軸雙切開關之控制端；一第二耦合電容，其一端係

電性連接至該單軸雙切開關之控制端；一第一交叉耦合電晶體，係分別電性連接至該第

一耦合電容、第二耦合電容及該單軸雙切開關之一切換端；及一第二交叉耦合電晶體，

係分別電性連接至該第一耦合電容、第二耦合電容及該單軸雙切開關之另一切換端。

6.　如請求項 5所述之高壓產生器，其中，各該前端單軸雙切開關之反應端，係電性連接於
該第二耦合電容之另一端。

7.　如請求項 6所述之高壓產生器，其中，各該後端單軸雙切開關之反應端，係電性連接於
該第一耦合電容之另一端。

8.　如請求項 7所述之高壓產生器，其中，該第二交叉耦合電晶體分別並聯有二洩壓電路，
各該洩壓電路係由複數個串聯之二極體組成。

9.　如請求項 8所述之高壓產生器，其中，該第一交叉耦合電晶體係採用具電洞通道之金屬
氧化物半導體場效電晶體；第二交叉耦合電晶體則採用具電子通道之金屬氧化物半導體

場效電晶體。

10.   如請求項 9所述之高壓產生器，其中，該迴授電路包括：一差動放大器，其輸入端係分
別電性連接至該高壓產生器之輸出端及一參考電壓；一壓控振盪器，其輸入端係電性連

接至該差動放大器之輸出端；及一時脈電路，其輸入端係電性連接至該壓控振盪器之輸

出端，其輸出端則分別連接至各該電荷泵。

圖式簡單說明

第 1圖係一種高壓產生器電路圖；第 2圖係本發明之高壓產生器之電路架構圖；第 3圖
係本發明之高壓產生器之局部電路圖；第 4圖係本發明中單軸雙切開關之示意圖；第 5圖係
本發明中前端單軸雙切開關之示意圖；及第 6圖係本發明中後端單軸雙切開關之示意圖。
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